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Patent anjsprviche 

1. Speicherelement , das im wesentlichen aus organischem 
Material geschaffen ist, wobei die Speicherf unktion 
des Bbuelements dadurch erfolgt, dass ein 
organjoresistives Material in einem Elektrolyten 
eingebettet 1st. 

| 

2. Speicherelement nach Anspruch l f wobei das 
organloresistive Material durch einen Elektrolyten von 
eineirvi leitfahigen Material getrennt ist, so dass durch 
Anlegjen einer Spannung an das leitf&hige Material der 
Ionenistromf luss durch den Elektrolyten eine auslesbare 
Anderjung der Leitf ahigkeit und/oder der Farbe in dem 
organjoresistiven Material bewirkt. 

i 
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3. Speicherelement nach einem der Anspruche 1 oder 2 r 
wobeij das organoresistive Material strukturiert auf 
einem! Substrat angeordnet ist. 

4. Speidherelement nach einem der vorstehenden Ansprttche r 
(ijP ' bei dem die organorestistiven Materialien auf 

konjujgierten Ketten basieren. 

i 
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5. Speicherelement nach einem der vorstehenden Anspruche, 
bei dem der Elektrolyt wasserbasiert und/oder fest ist, 

6. Speicherelement nach einem der vorstehenden Anspruche, 
bei dem das organoresistive Material und/oder die 
Materialmischung ISslich ist und in LOsung verarbeitbar 
ist. 

7 . Verwendung eines Speicherelements nach einem der 
Anspruche 1 bis 6 in einer 5chaltung r wobei der 
Schaljiungsaufbau zwischen einer Masse und einer 
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jungsspannung erfolgt unci zumindest einen 
tand, ein organoresistives Leiter element , 
=ttet in einen Elektrolyten und eine 
lektrode umfasst. 



8, Verwentiung nach Anspruch 7, wobei der Schaltungsaufbau 
die Speicher in einer Matrix-Anordnung zur Erreichung 
einer hoheren Speicherdichte umfasst. 
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Claims 

1. A memory unit composed substantially of organic material, 
wherein the storage function of the component is achieved 
due to an organo-resistive material being embedded in an 
electrolyte . 

2. A memory unit as defined in claim 1, wherein said organo- 
resistive material is separated from a conductive 
material by an electrolyte so that the flow of ionic 
current through the electrolyte due to application of a 
voltage to the conductive material causes a readable 
change in the conductance and/or color of the organo- 
resistive material . 

3. A memory unit as defined in claim 1 or claim 2, wherein 
the organo-resistive material is disposed in structured 
form on a substrate. 

4. A memory unit as defined in any one of the previous 
claims, wherein said organo-resistive materials are based 
on conjugated chains. 

5. A memory unit as defined in any one of the previous 
claims, wherein the electrolyte is water-based and/or 
solid . 

6. A memory unit as defined in any one of the previous 
claims, wherein the organo-resistive material and/or a 
mixture of said materials is/are soluble and can be 
processed in solution. 

7. A method of using a memory unit as defined in any one of 
claims 1 to 6, wherein the circuit arrangement is 
provided between a ground and a supply voltage and 
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comprises at least one resistor, an organo-resistive 
conductive element, embedded in an electrolyte, and a 
control electrode . 



8. A method as defined in claim 7, wherein the circuit 
arrangement includes the memory unit in a matrix 
arrangement for achieving a higher storage density. 
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